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J-FET tranzistor   s kanálem  N

převodní charakteristika  J-FET výstupní charakteristiky J-FET



J-FET s kanálem N

J-FET s kanálem P



2) Tranzistory  MOSFET  v ochuzovacím modu

Při nulovém napětí na řídící elektrodě G jsou vodivé mezi DS

Negativní napětí na G snižuje vodivost mezi DS



Tranzistory  MOSFET  v obohacovacím modu

Při nulovém napětí na řídící elektrodě G jsou nevodivé mezi DS

Pozitivní napětí na G  zvyšuje vodivost mezi DS











Příklad nastavení pracovniho bodu pro ochuzovací 

mod tranzistoru MOSFET s difundovaným kanálem N



Příklad nastavení pracovního bodu pro obohacovací 

mod tranzistoru MOSFET s indukovaným kanálem N







Příklad nastavení pracovniho bodu pro obohacovací 

mod tranzistoru MOSFET s difundovaným kanálem P

pracovní bod leží v obohacovacím režimu VGS<0





Přehled druhů tranzistorů MOSFET



Výstupní charakteristiky tranzistoru MOSFET



Převodní charakteristika MOSFET



Zesilovače s tranzistory MOSFET







Tranzistory POWER MOSFET 

(V-MOS POWER FET)



V-MOS - možné větší proudové zatížení, výhoda pro výkonové

aplikace, větší plocha ´drainu´ tzn. lepší chlazení

-jeden metalický gate reguluje dvě vertikální proudové dráhy

-je možné dávat na drain větší napětí díky epitaxní n- vrstvě

-je menší kapacita mezi GD, to je výhoda pro RF aplikace



Výhody POWER MOSFET v RF aplikacích (nejen)

-netrpí sekundárním průrazem jako BJT, neprojevuje se efekt 

´hot spotting´

-není potřeba tepelná stabilizace pracovního bodu, odpor kanálu 

roste s proudem, s rostoucí teplotou klesá proud drainu ID to je 

výhoda proti BJT   

-je možné je přímo spojovat paralelně bez stabilizačních odporů

-frekvenční přenos je dán rozptylovýma kapacitama, tzn. velká

šířka pásma se zachovává i pro velké výkony 

-velká vstupní impedance umožňuje snadné buzení

-nepřispůsobení zátěže méně ohrozí prvek než v případě BJT

-dobrá linearita mezi vstupním napětím a výstupním proudem-

lineární širokopásmové RF aplikace (lepší než u BJT)

- je možné rychlé spínání => dosažitelná velká efektivita



Nevýhody POWER MOSFET:

-větší saturační napětí  VDSsat

-velká vstupní kapacita

-možnost proražení tenké hradlové vrstvy

Výkonové aplikace POWER MOSFET s využitím paralelního

spojování:

-televizní vysílače s výkonem 50 kW

(firma Harris vyrábí středovlnné vysílače až do 500 kW) 
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